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前  言
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磁随机存储器件数据保持时间测试方法

1 范围

本文件规定了磁随机存储器件数据保持时间测试方法的测试原理、测试环境、测试设备、测试程

序等。
本文件适用于磁随机存储器件的数据保持时间测试和磁随机存储器件的数据保持时间验证。

2 规范性引用文件

本文件没有规范性引用文件。

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。
3.1

磁随机存储器 magneticrandom-accessmemory;MRAM
利用磁性层的磁矩作为信息存储的载体,利用隧穿磁阻效应作为信息读取方法,具有非易失性、近

乎无限次擦写和快速写入等优点的随机存储器。
3.2

磁隧道结 magnetictunneljunction;MTJ
磁随机存储器的基本存储单元。它的核心部分是由两个铁磁金属层夹着一个隧穿势垒层形成的三

明治结构。
3.3

参考层(固定层) referencelayer(pinnedlayer)
磁隧道结中的一个铁磁层,它的磁矩方向沿着易磁化轴方向保持不变。

3.4
自由层 freelayer
磁隧道结中的另一个铁磁层,其磁化有两个稳定的取向,分别与参考层的磁矩方向平行或反平行。

3.5
数据保持时间 dataretentiontime
磁隧道结或者磁随机存储芯片不进行读写的情况下,在允许错误范围内能够保持数据稳定存储的

最长时间。
注:数据保持时间决定了磁随机存储芯片的可靠性。数据保持的定义见GB/T35003—2018中3.2的相关规定。

3.6
热稳定性 thermalstability
磁随机存储芯片的耐热性,磁随机存储芯片在温度影响下的稳定性。

3.7
热稳定因子  thermalstabilityfactor
Δ
表示热波动下自由层磁矩随机发生翻转的倾向。用能量势垒Eb 和操作温度T 与玻尔兹曼常数

kB 的乘积的比值来计算。在相同温度下热稳定因子越大数据存储时间越长。
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